
JP 2017-535958 A5 2018.10.18

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年10月18日(2018.10.18)

【公表番号】特表2017-535958(P2017-535958A)
【公表日】平成29年11月30日(2017.11.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-046
【出願番号】特願2017-525055(P2017-525055)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/417    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３０１Ｓ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３０１Ｘ
   Ｈ０１Ｌ   29/50     　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成30年9月4日(2018.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィン型電界効果トランジスタ（ＦｉｎＦＥＴ）デバイスであって、
　ゲートスタックと、
　前記ＦｉｎＦＥＴデバイスのフィンであって、前記フィンはベースフィン部およびソー
ス／ドレイン領域を含み、前記ベースフィン部は前記ＦｉｎＦＥＴデバイスのシャロート
レンチ分離（ＳＴＩ）領域に囲まれており、前記ソース／ドレイン領域は前記ベースフィ
ン部上に、および前記ＳＴＩ領域の上に形成されており、前記ソース／ドレイン領域はド
ープ材料を含み、前記ソース／ドレイン領域は前記ゲートスタックに近接しており、およ
び実質的に平行な側壁を有している、フィンと、
　ラップアラウンド型非シリサイドコンタクトであって、前記ラップアラウンド型コンタ
クトは、前記フィンの前記ソース／ドレイン領域を囲み、および前記フィンの前記ソース
／ドレイン領域の前記実質的に平行な側壁に接触するように配置されており、前記ラップ
アラウンド型コンタクトは、金属絶縁体半導体（ＭＩＳ）コンタクトまたはダイレクトコ
ンタクトを含む、ラップアラウンド型非シリサイドコンタクトとを備えるＦｉｎＦＥＴデ
バイス。
【請求項２】
　前記ゲートスタックは、前記フィンの前記ベースフィン部の表面上に位置する、請求項
１に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
【請求項３】
　前記フィンの前記ベースフィン部は、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム
、またはリン化インジウムを含む、請求項２に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
【請求項４】
　前記ＭＩＳコンタクトは、前記ＦｉｎＦＥＴデバイスのｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯ
Ｓ）領域に結合されるか、または前記ダイレクトコンタクトは、前記ＦｉｎＦＥＴデバイ
スのｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）領域に結合される、請求項１に記載のＦｉｎＦＥ



(2) JP 2017-535958 A5 2018.10.18

Ｔデバイス。
【請求項５】
　前記ＭＩＳコンタクトは、
　前記ＦｉｎＦＥＴデバイスの前記ＮＭＯＳ領域上の酸化チタン層（ＴｉＯ２）と、
　前記酸化チタン層上のチタン層（Ｔｉ）とを備える、請求項４に記載のＦｉｎＦＥＴデ
バイス。
【請求項６】
　前記ダイレクトコンタクトは、前記ＦｉｎＦＥＴデバイスの前記ＰＭＯＳ領域上のチタ
ン層（Ｔｉ）を備える、請求項４に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
【請求項７】
　携帯電話、セットトップボックス、音楽プレーヤ、ビデオプレーヤ、エンターテインメ
ントユニット、ナビゲーションデバイス、コンピュータ、ハンドヘルドパーソナル通信シ
ステム（ＰＣＳ）ユニット、ポータブルデータユニット、および／または固定位置データ
ユニットに組み込まれる、請求項１に記載のＦｉｎＦＥＴデバイス。
【請求項８】
　フィン型電界効果トランジスタ（ＦｉｎＦＥＴ）デバイスを作製するための方法であっ
て、
　前記ＦｉｎＦＥＴデバイスのシャロートレンチ分離（ＳＴＩ）領域の上に前記ＦｉｎＦ
ＥＴデバイスのフィンのソース／ドレイン領域をリセスエッチングするステップであって
、前記フィンは、前記ＳＴＩ領域に囲まれたベースフィン部をさらに含む、ステップと、
　前記フィンの前記ソース／ドレイン領域を再成長させるステップであって、前記フィン
の再成長させたソース／ドレイン領域は、実質的に平行な側壁を有しており、およびドー
プ材料を含む、ステップと、
　前記ＦｉｎＦＥＴデバイスのダミーゲートをゲートスタックによって置き換えるステッ
プであって、前記フィンの前記ソース／ドレイン領域は、前記ゲートスタックに近接して
いる、ステップと、
　前記フィンの前記再成長させたソース／ドレイン領域を囲むラップアラウンド型非シリ
サイドコンタクトを作製するステップであって、前記ラップアラウンド型コンタクトは、
前記フィンの前記再成長させたソース／ドレイン領域の前記実質的に平行な側壁に接触す
るように配置されており、前記ラップアラウンド型コンタクトは、金属絶縁体半導体（Ｍ
ＩＳ）コンタクトまたはダイレクトコンタクトを含む、ステップとを含む方法。
【請求項９】
　前記フィンの前記ソース／ドレイン領域を再成長させる前記ステップは、制御された＜
１１１＞ファセット形成によるエピタキシャル成長を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ラップアラウンド型非シリサイドコンタクトを作製する前記ステップは、
　前記ＦｉｎＦＥＴデバイスのｎ型金属酸化物半導体（ＮＭＯＳ）領域上に酸化チタン層
（ＴｉＯ２）を堆積するステップと、
　前記酸化チタン層上にチタン層（Ｔｉ）を堆積するステップとを含む、請求項８に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記ラップアラウンド型非シリサイドコンタクトを作製する前記ステップは、前記Ｆｉ
ｎＦＥＴデバイスのｐ型金属酸化物半導体（ＰＭＯＳ）領域上に直接チタン層（Ｔｉ）を
堆積するステップを含む、請求項８に記載の方法。
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